




















































































专利名称(译) 气相沉积装置，气相沉积方法和有机EL显示装置

公开(公告)号 US20130337597A1 公开(公告)日 2013-12-19

申请号 US13/984799 申请日 2012-03-02

[标]申请(专利权)人(译) 川户SHINICHI
井上聪
园田彻
桥本聪

申请(专利权)人(译) 川户，SHINICHI
井上聪
园田，彻
桥本聪

当前申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

[标]发明人 KAWATO SHINICHI
INOUE SATOSHI
SONODA TOHRU
HASHIMOTO SATOSHI

发明人 KAWATO, SHINICHI
INOUE, SATOSHI
SONODA, TOHRU
HASHIMOTO, SATOSHI

IPC分类号 H01L51/56

CPC分类号 H01L51/56 C23C14/044 C23C14/12 C23C14/562 C23C16/45578 H01L51/0011

优先权 2011054319 2011-03-11 JP

其他公开文献 US9240572

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

气相沉积装置包括气相沉积源（60），其具有排出气相沉积颗粒（91）
的多个气相沉积源开口（61），具有多个限制开口（82）的限制单元
（80），以及气相沉积掩模（70），其中多个掩模开口（71）仅形成在
已经穿过多个限制开口的气相沉积颗粒到达的多个气相沉积区域（72）
中。多个气相沉积区域沿着与基板（10）的法线方向和基板的移动方向
正交的第二方向布置，具有非气相沉积区域（73），其中气相沉积颗粒
不具有伸展夹在它们之间。从沿着与第二方向平行的直线上的非气相沉
积区域的位置，沿着法线方向观察，在基板的移动方向上的不同位置处
形成气相沉积颗粒通过的掩模开口。基材。因此，可以稳定地形成其中
边缘模糊被抑制在基板上的期望位置的气相沉积涂膜。
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